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(57) La presente invention concerne un montage en parallele 
de puces de transistors MOS de puissance en boitier unique 
puissance dans un bottier unique, comprenant une embase 
metallique 1 sur laquelle est brasee une plaquette thermique- 
ment conductrice et etectriquement isolante 2 sur laquelle sont 
brases, d une part, une plaque metallique 4 munie d'une cosse 
d electrode de drain 5 sur laquelle sont bra sees les faces 
arriere de drain desdites puces, d'autre part des proionge- 
ments 10. 11 de cosses de grille 6 et de source 7 auxqueHes 
sont reliees par des fils les zones de grille et de source 
desdites puces. Le prolongement 10 de cosse de grille est 
6lectriquement relie a ta face arriere d'un element aemiconduc- 
teur 30 dont la face avant comprend plusieurs zones metalli- 
sees 31 auxqueHes sont respectrvement relies Jes fils de grille, 
(edit element formant une meme resistance entre chacune des 
zones metallisees et sa face arriere. 
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MONTAGE EN PARALLELE DE TRANSISTORS MPS DE PUISSANCE 



La presente invention concerne un montage en parallele 
de puces de transistors MOS de puissance en boltier unique* 

Ces dernier es annees, les transistors a effet de champ a 
me tal-oxyde- semi conduct eur (MOSFET) de puissance ont ete* de plus 
en plus utilises. Toutefois, la puissance de ces composants indi- 
viduels est inevitablement limitee et, dans certaines applica- 
tions, on cherche a placer en parallele plusieurs tels transistors 
MOSFET. 

Cette utilisation se heurte a un probleme majeur, a 
savoir la destruction aleatoire des composants. Ceci est du a des 
oscillations parasites haute frequence (de l'ordre de la centalne 
de MHz) qui ont pour effet de percer l'oxyde de grille de ces 
transistors MOSFET lorsque leur amplitude est super leur e a la ten- 
sion de claquage de l'oxyde. 

II est maintenant connu que, pour eviter ce phenomene, 
il convient de placer en parallele sur la connexion de grille de 
chaque transistor MOS une resistance de valeur appropriee. Cette 
solution s'avere satis faisante pour des associations en parallele 
de transistors MOS discrets. 

Toutefois, les utilisateurs ont souhaite que les fabri- 
cants leur fournissent directement dans un boltier unique des mon- 
tages de transistors en parallele avec le nombre classique d'acces 
aux electrodes, c*est-a-dire au maximum quatre cosses, 1'une pour 
le drain, la seconde pour la grille, la troisieme pour la source 
et la quatrieme, habit uellement , pour un deuxleme acces 3 I'une de 
ces electrodes. Dens ce but, on a prevu dans l*art enter ieur de 
disposer a l'interieur du boltier des resistances de ceraaique 
mats ceci presente plusieurs inconvenient s . XJn premier inconve- 
nient reside dans le prix eleve des resistances ceramiques elles- 
meme. Un deuxieme inconvenient reside dans 1 *encombrement impor- 
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tant du au fait que cette solution nScessite autant de resistances 
qu'il y a de puces a mettre en parall&le. Un troisleme inconve- 
nient reside dans 1 'augmentation des coGts liee £ la complication 
de la connect ique interne au boltier- Un quatrieme inconvenient 
5 reside dans le fait que cette association de composants de nature 
distincte 2 1'interieur d'un meme bolter entralne des contraintes 
d'ordre technologique sur les etapes de fabrication qui peuvent 
etre relativement complexes £ r€soudre. 

Un objet de la pr£sente invention est de pr€voir un mode 

10 de montage en paralldle de plusieurs transistors MOS de puissance 
dans un boltier unique avec des resistances de grilles preVvues 
entre la cosse de grille et chaque puce de transistor MOS de puis- 
sance individuelle , ce montage Stant particulidrement simple £ 
reallser, d'un cout peu Sieve* et compatible avec les technologies 

15 habituelles de fabrication de composants semiconducteurs - 

Pour atteindre cet objet, la pr£sente invention prSvolt 
un montage en parall&le de puces de transistors MOS de puissance 
dans un boltier unique, comprenant une embase mStallique sur la- 
quelle est bras€e une plaquette thermiquement conductrice et Slec- 

20 triquement isolante sur laquelle sont bras£s, d'une part, une 
plaque m^tallique munie d'une cosse d' Electrode de drain sur la- 
quelle sont brasses les faces arriere de drain desdites puces, 
d' autre part, des prolongements des cosses de grille et de source 
auxquels sont reliees par des fils les zones de grille et de 

25 source desdites puces, dans lequel le prolongement de la cosse de 
grille est eiectriquement relie" a la face arridre d'un Element se- 
mlconducteur dont la face avant comprend plusieurs zones m£talli- 
sees auxquelles sont respectivement relics les fils de grilles, 
ledit Element formant une ofime resistance entre chacune des zones 

30 metallisees et sa face arriere. 

Selon un mode de realisation de la presente invention, 
ledit element semiconducteur est brase par sa face arriere sur le 
prolongement de la cosse de grille. 
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Selon un mode de realisation de la presente invention, 
ledic element comprend une barret te de silicium d'un type de 
conductivity choisi, la face arrifcre de cette barrette etant sur- 
dop€e et m£tallisee» et la face avant de cette barrette comprenant 
5 des zones surdop€es m€tallis€es s^parSes par des regions res is tan- 
tes, les surdopages etant du m§me type de conductivity que le 
corps de la barrette. 

II result e du mode de montage selon 1* invention les 
avantages suivants : 
10 - un faible co(5t, 

- un encombrement r€duit, en effet toutes les resistan- 
ces sont rSunies sur une mime barrette de faible encombrement voi- 
sine de la cosse de grille et ceci permet d r utiliser sans modifi- 
cation un boltier classique, 

15 - une technologie d' assemblage identique & celle utili- 

sed pour les puces de transistors MOS de puissance, 

- la barrette de resistance etant realised selon la meme 
technologie de fabrication de semiconducteurs que les transistors 
MOS eux-mSmes, une source d'Sconomie pour le fabricant des trans- 

20 is tors MOS puisque cette fabrication est compatible avec ses au- 
tres fabrications. 

Ces objets, caractSristiques et avantages ainsi que 
d'autres de la presente invention seront exposes plus en detail 
dans la description suivante de modes de realisation particuliers 
25 faite en relation avec les figures jointes parmi lesquelles : 

les figures 1 et 2 reprisentent une vue de dessus et une 
vue en bout, respectivement , d'un boltier class ique de transistors 
de puissance ; 

La figure 3 represente une modification du boltier selon 
30 la presente invention ; 

les figures 4A & 4F repr§sentent des Stapes successlves 
de fabrication d'un element semiconducteur utilise selon la 
presente invention ; et 
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la figure 5 represente le schema Equivalent de l'€l€ment 
de la figure 4, 

Dans ces figures, de memes r§f€rences designent de mSmes 
lllioents. D' autre part, on notera que les divers &l€ments ou 
5 couches ne sont pas represented 3 l'gchelle mals que l'€chelle est 
arbi trairement dilatee ou r€tr6cie d'une figure a I'autre ou a 
1'interieur d'une m£me figure pour faciliter la lisibilite" de ces 
figures. 

Les figures 1 et 2 reprEsentent une vue de dessus et une 

10 vue en bout d'un bottler classlque de transistors de puissance. Ce 
boltler comprend une embase mStallique 1 destined & etre mont€e 
sur un radiateur. Cette embase est gin§ralement constitute d'une 
plaque de cuivre £tam€ pouvant avoir une €paisseur supirieure au 
millimetre. Sur cette embase, est disposed une plaquette 2 d'un 

15 materiau thermiquement conducteur et §lectriquement isolant, cou- 
ramment une plaquette de cSramique, dont la face inf§rieure est 
m£tallis£e pour permettre son brasage sur 1 'embase 1 et dont la 
face sup£rieure est metallised localement pour permettre sa brasu- 
re avec des plaques metalliques qui y seront poshes et dont cer- 

20 taines doivent Stre Isoldes entre elles comae on le verra ci- 
apred. Sur cette plaquette de c§ramique 2 est brased une plaque 
m§tallique 4 de dimension ISgSrement supedieure a" celle de la pla- 
quette et comprenant une cosse en dSbordement 5. D'autres cosses 
6, 7 et 8 comprennent des prolongements 10, 11 et 12 £galement 

25 brased sur la plaquette de cedamique et Isolds entre eux et de la 
plaque 4. 

De facon classlque, sur la plaque 4 sont months des 
transistors de puissance dont les faces arriede correspondent aux 
collecteurs qui se trouvent tous interconnected et auxquels on ac- 
30 cede par la cosse 5. Les bases de ces transistors sont toutes re- 
lives au prolongement 10 de la cose 6 et les imetteurs de ces 
transistors sont tous relied au prolongement 11 de la cosse 7 qui 
est connect^ au prolongement 12 de la cosse 8 par un conducteur 13 
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et/ou par une m€tallisation pr€sente sur la face superieure de la 
plaquette 2. Bans I'exemple repr£sente, il est prevu cinq puces 
semiconduc trices designees par les references 21 a 25. 

Selon la pr€sente invention, on envisage le cas oil les 
5 puces semiconductrices 21 a 25 sont des puces de transistors a ef- 
fet de champ de puissance (MOSFET) dont la face arriere est le 
drain, c'est-2-dire que la cosse 5 est la cosse de drain, et dont 
les faces avant portent des zones de contact de grille et de sour- 
ce* Les zones de contact de source sont reliees par des flls 

10 conducteurs au prolongement 11 de la cosse de source 7» Les zones 
de contact de grille sont reliees par des fils a un Element semi- 
conducteur 30 formant resistance, d'une facon qui apparalt mieux 
en figures 3A et 3B. 

Comme le montrent les figures 3A et 3B, 1 T Element semi- 

15 conduct eur 30 a la forme d f une barret te ayant sensiblement les me- 
mes dimensions que le prolongement 10 de la cosse de grille 6. Cet 
element comprend des zones de contact 31 (cinq dans I'exemple re— 
present^ puisqu'il y a cinq transistors MOSFET), cbacune des ces 
zones de contact €tant relive par un fil S I'une des zones de 

20 contact de grille des transistors MOSFET 21 a 25. Cet Element se- 
miconducteur presente une mime resistance de valeur choisie entre 
cbacune des zones de contact 31 sur sa face avant et sa face ar- 
riere- Bans le mode de realisation de la figure 3A, 1' Element se- 
miconducteur en forme de barrette est directement bras& par sa 

25 face arri&re sur le prolongement 10 de la cosse 6. Bans l v exemple 
de la figure 3B, l'£l£ment semiconducteur 30 est brase sur la pla- 
quette en c€ramique 2 par sa face arri&re, et une metallisation 32 
sur la plaquette 2 relie cette face arriere au prolongement 10 de 
la cosse 6* 

30 Be facon classique, une fois les connexions r€alls£es, 

une r&slne d v encapsulation destln€e a protSger les composants et 
les connexions est moul€e ou injected sur I'embase m€tallique, par 
exemple selon le contour represents en point! Ilea en figure 2. 
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Les figures 4A a 4F repr£sentent un exemple de procede 
de fabrication simple d'un element semiconducteur selon la pr£sen- 
te invention. 

La figure 4A represente une barrette de silicium 41. Le 
5 silicium a par exemple un type de conductivity N. 

La figure 4B represente la barrette de silicium dont les 
deux faces sont recouvertes d'une couche d'oxyde de silicium 42. 

La figure 4C represente la mfime barrette apres une etape 
de photolithogravure, d'od il rSsulte que l'oxyde de silicium est 
10 eiimine sur la face arriere et enleve en cinq emplacements sur sa 
face avant. 

La figure 4D represente la barrette de silicium apres 
une etape de diffusion d'un dopant de m£me type de conductivity 
que celui de la barrette de silicium initiale pour obtenir sur la 

15 face arriere une couche N + uni forme et sur la face avant des zones 
N + localisies dans les ouvertures de l'oxyde. Au cours de cette 
etape les surfaces apparentes des zones N + sont g€n§ralement l€ge- 
rement oxydees. 

La figure 4E represente la barrette apris desoxydation. 

20 A la figure 4F, on forme des metallisations 44 et 45, 

respectivement , sur la face supirleure de fagon localis^e et sur 
la face infer ieure unif ormement . II pourra s'agir d'une metallisa- 
tion d' aluminium. AprSs cela, on peut pr€voir sur 1* aluminium le 
d€pdt d'un sandwich tel que du titane-nickel-or sur la face arriS- 

25 re pour faci liter la brasure sur le support. 

Bien entendu, ces barret te6 ne sont pas formSes indivi- 
duellement mais realisees sur des plaquettes de silicium de grande 
dimension qui sont ensulte d£coup£es selon la forme choisie. 

Comme le represente la figure 5, on obtlent done entre 

30 les metallisations supSrieures et la metallisation inferleure des 
resistances serie de grille respectives RgQi & R SG5 ainsi <! ue <* es 
resistances laterales entre grilles Rp. 
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Dans une realisation pratique, avec une plaquette de si- 
liciutn d'une epaisseur de 400 um d'une resistivity de 6,5 ohms-cm, 
on a obtenu des valeurs de resistances sirie de 15 ohms et des va- 
leurs de resistances laterales de l*ordre de 55 ohms avec une dis- 
5 tance entre zones surdop6es de l'ordre de 700 um. 

Ces valeure des resistances serie et des resistances la- 
terales sont facllement ajustables en choisissant le niveau de do- 
page du substrat de base et la profondeur de penetration des 
couches surdopees A3. 
10 Ce qui precede ne constitue qu*un exemple de realisation 

d' element semiconducteur adapte a Stre monte de la facon illustree 
par exemple en figures 3A et 3B. D'autres techniques compatibles 
avec les techniques habituelles de fabrication des semiconducteurs 
pourront etre utilisees- 
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REVENDI CAT IONS 

1- Montage en parallele de pucesi de transistors MOS de 
puissance dans un bottler unique, comprenant une embase tn£tallique 
(1) sur laquelle est brasee une plaquette thermiquement conductri- 
ce et Slectriquement Isolante (2) sur laquelle sont brases, d'une 
part, une plaque mStallique (A) nrunle d'une cosse d* Electrode de 
5 drain (5) sur laquelle sont brasses les faces arri&re de drain 
desdites puces, d'autre part, des prolongement s (10, 11) des cos- 
ses de grille (6) et de source (7) auxquels sont relives par des 
fils les zones de grille et de source desdites puces, 

caracterise en ce que le prolongement (10) de la cosse 

10 de grille est electriquement reliS a la face arri&re d'un gl^ment 
semiconducteur (30) dont la face avant comprend plusieurs zones 
metallls£es (31) auxquelles sont respectivement rell&s les fils de 
grille, ledlt £16ment formant une mime resistance entre chacune 
des zones metallisees et sa face arriere. 

15 2. Montage en parallele selon la revendicat ion 1, carac- 

t€ris£ en ce que ledlt €l€ment semiconducteur (30) est bras& par 
sa face arriere sur le prolongement (10) de la cosse de grille 
(6). 

3. Montage selon la revendication 1, caracterise en ce 
20 que ledlt Element comprend une barret te de sllicium d'un type de 

conductivity choi6i, la face arrifcre de cette barrette §tant sur- 
dop£e et m€talll8£e, et la face avant de cette barrette comprenant 
des zones surdopSes mStallisees s§par§es par des regions rSsistan- 
tes, les surdopages €tant du meme type de conductivity que le 
25 corps de la barrette. 

4. Montage selon I'une quelconque des revendications 1 a 
3, caract6ris§ en ce qu'un produit d'encapsulation recouvre les 
£l£ments fixes sur 1' embase mStallique. 
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Fig 4A 
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Fig 4B 
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Fig 4F 
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Fig 5 



